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はじめに 

我々は，超高真空(UHV)高周波マグネトロン

スパッタリング法を用いて，ZnS 層のエピタキ

シャル成長を行っている。以前，ZnS 層の基板

温度を変化させて成長を行った結果，900 C

以上の高温にすることで配向性の高い六方晶

系ウルツ鉱構造を有することが解った。 

今回は，スパッタエピタキシー法により成長

した ZnS 層のガス圧力依存性について検討を

行ったので，その結果について報告する。 

実験方法 

ZnS 層の成長には，ターゲットに多結晶 ZnS

を使用し，2インチ径-Al2O3(0001)基板上に成

長を行った。反応ガスには Ar(6-N)ガスを用い

て，Arガス流量を 5 sccm一定とし，ガス圧力

を 0.6 ‒ 100 mTorrの範囲で変化させた。 

成長した ZnS層は，X線回折(XRD)装置，走

査型電子顕微鏡(SEM)，原子間力顕微鏡(AFM)

等を用いて評価を行った。 

実験結果 

ZnS 層の成長速度におけるガス圧力依存性

を Fig.1に示す。ガス圧力 15 ‒ 100 mTorrの範

囲では，ガス圧力の増加に伴い成長速度は減少

することが解る。これは，ガス圧力が高くなる

ことで，プラズマ中の粒子の平均自由行程が減

少することから，基板に到達する粒子量が減少

したためである。 

成長した ZnS 層の(0002)面における XRC を

Fig.2 に示す。ガス圧力が低い方が結晶の配向

性に優れていることが解る。 

 

 

 

 

 

Fig.1. ZnS 層の成長速度におけるガス圧力依存性 

 

Fig.2. 成長した ZnS層の(0002)面における XRC 
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